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LIDIA ŁUKASIAK
Lidia Łukasiak urodziła się 16 grudnia 1964
roku w Warszawie. W 1983 roku ukończyła
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Klementa
Gottwalda (obecnie im. Stanisława Staszica)
w Warszawie i w tym samym roku roz po czę -
ła studia na Wydziale Elektroniki Politechniki
War szawskiej. Od ukończenia studiów (1988)
do chwili obecnej jest pracownikiem nauko -
wo-dydaktycznym Wydziału Elektroniki i Tech -
 nik Informacyjnych. W 1993 roku byłą sty -
pen  dystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Sto pień doktora nauk technicznych uzyskała
w 1994 roku, a jej rozprawa doktorska po świę -
 cona modelowaniu charakterystyk prą do wo-
-napięciowych tranzystora MOS zo sta ła wy -
róż niona Nagrodą Premiera Rady Mi nis trów
(1995). Stopień naukowy doktora ha bi li to wa -
ne go uzyskała w 2002 roku (roz pra wa dotyczy -
ła modeli i elektrycznych metod charakte ry za -
cji przyrządów MOS i MOS SOI). W 2005 roku
została powołana na sta no wisko profesora nad -
zwyczajnego na Poli technice Warszawskiej.
Od 2004 roku pełni funkcję zastępcy dyrek to -
ra Instytutu Mi kro elektroniki i Opto elek tro ni -
ki ds. dydaktycz nych. Odbyła staże naukowe
w Irlandii (Na tional Microelectronics Re se arch
Centre — 8 miesięcy), Korei Południowej
(Ky ung-Hee Uni  versity — 2 miesiące) oraz USA
(Penn Sta te University — 3 × 2 miesiące).

Zainteresowania badawcze Lidii Łukasiak
obejmują m.in.: modelowania przyrządów
MOS (metal – tlenek– półprzewodnik) — mo -
de le statycznych charakterystyk prądowo-na -
pię ciowych tranzystora MOS o podwyższo nej
dokładności (uwzględnienie wybranych efek -
tów fizycznych), model tranzystora i kon den -
sa tora MOS z kanałem krzemogerma no wym,

model tranzystora MOS SOI, model cha rak te -
rystyk statycznych oraz napięcia pro gowe go
dwubramkowego tranzystora MOS; cha rak te -
ryzacji przyrządów MOS, w szcze gól ności ba -
dań jakości powierzchni gra nicz nej dielektryk–
– półprzewodnik dla nowych ge neracji dielek -
tryków bramkowych (charak te ryzacja pod ło ży
SOI metodą surface-char ge profiling, charak te -
ryzacja struktur MIS meto dami impulsowymi,
w tym metodą pom po wa nia ładunku); mode -
lo wania hete ro złączo wych tranzystorów bi po -
larnych z bazą krzemo-germanową (czas prze -
lotu, efekt Early’ego, wzmocnienie prądowe);
opra co wa  nia aparatury pomiarowo-kontrolnej,
głów nie dla celów diagnostyki struktur pół prze -
 wod nikowych (m.in. generator wymuszeń dla
metody pompowania ładunku, system do im -
pul sowej charakteryzacji przyrządów MOS).

Lidia Łukasiak jest autorką lub współau tor -
ką około 170 prac naukowych publi ko wa nych
w czasopismach bądź materiałach kon fe ren cyj -
nych. Publikowała swoje prace m.in. w: „IEEE
Transactions on Electron Devices”, „Solid-State
Electronics”, „Microelectronics Jo urnal”, „Ap -
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Jest członkiem Sekcji Mikroelektroniki Ko -

mitetu Elektroniki i Telekomunikacji Pol skiej
Akademii Nauk od 1996 roku, a w latach
1996–2003 była Sekretarzem Naukowym Sek -
cji. W latach 1992–1995 była członkiem Ko le -
gium Redakcyjnego Electron Tech no lo gy. Od
2005 roku jest członkiem Technical Prog ram -
me Committee międzynarodowej konferencji
ESSDERC. Była także przewodniczącą Ko mi -
te tu Programowego 6th, 7th i 8 th Symposium
„Diagnostics &Yield”, „Ad van ced Silicon De -
vices and Technologies for ULSI Era” w War sza -
wie (2003, 2006 i 2009), a także współredak -
to rem materiałów konfe rencyjnych wydanych
przez „Journal of Te le com munications and In -
formation Tech no lo gy”. Była także członkiem
Komitetu Nauko we go Konferencji Naukowej
ELTE 2007 i ELTE 2010 oraz współprzewod ni -
czącą Sekcji Mikroelektroniki i Nano elek tro ni -
ki Konfe ren cji Naukowej ELTE 2010. Jest re cen -
zentem „IEEE Transactions on Electron Devices
and Electron Device Letters”.

plied Physics Letters”, „Electron Tech nology”,
„Journal of Tele com mu ni ca tions and Electron
Technology”. Referaty i ko mu nikaty konfe ren -
cyjne były prezentowane na wielu konferen -
cjach międzynarodowych i kra jowych (w tym
około 10 referatów za proszonych).

Była zapraszana do wygłaszania refera tów
w wielu ośrodkach badawczych i uni wer sy te -
tach (m.in.: Uniwersytet Techniczny w Pra dze,
Czechy, Kyung Hee University, Seul, Korea Pd.,
X-ion, Paryż, Francja, LETI, Lyon, Francja, Uni -
versity of Warwick, War wick, Wielka Bry ta nia,
École Supérieure d’Elec tricité, Université de
Metz, Francja). Była także konsultantem firmy
X-ion (USA – Francja).

Jej działalność dydaktyczna obejmuje
wszyst kie formy kształcenia w zakresie przy -
rzą dów półprzewodnikowych, mikroelektro -
ni  ki i techniki mikroprocesorowej. Była pro mo -
 to rem trzech rozpraw doktorskich oraz oko ło
30 prac dyplomowych inżynierskich i ma -
 gisterskich.

Lidia Łukasiak zajmuje się również popu la -
 ryzacją nauki (publikacje popular no- na u ko we,
referaty dla młodzieży szkolnej).
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